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Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania
cienkowarstwowych nieliniowych struktur oporowo-
pojemnos$ciowych majgcych zastosowanie zwlaszcza
przy realizacji cienkowarstwowych ukladéw scalo-
nych.

Dotychczas znany jest sposob wytwarzania cienko-
warstwowych elementéw dyskretnych. Opornikiem
Jest cienka warstwa metalu lub stopu metali nalozo-
nych drogg naparowywania lub napylania na pod-
Toze izolacyjne. Kondensatorem jest tréjwarstwowa
struktura otrzymana przez kolejne nakladanie war-
stwy metalicznej, dielektrycznej i metalicznej. Zna-
ne sg tez liniowe struktury oporowe — pojemnoscio-
we, w ktérych elektrody majg dobrang opornosc
Stosowane sg one przede wszystkim jako filtry. Od-
czuwa sie brak elementéw nieliniowych, ktére mo-
zna zastosowaé do stabilizacji lub regulacji napieé
i pradéw w obwodach elektrycznych wykonanych
technikg cienkowarstwowg.

Celem wynalazku jest wytwarzanie cienkowar-

stwowych elementéw lub podzespoléw elektrycz-
nych, ktérych opornos$é i pojemno$é zmieniajg swo-
ja wartosé zaleznie od warto$ci przylozonego napie-
cia stalego i zmiennego, za$ zadaniem wynalazku
Jjest opracowanie sposobu wytwarzania tych elemen-
téw i podzespoléw. ' '

Zadanie to zostalo rozwigzane przez nalozenie dro-
g3 naparowywania lub napylania w prézni na pod-
loze izolacyjne cienkiej warstwy oporowej, na ktéra
naloZzono nastepnie cienkg warstwe izolujaca zawie-
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rajagcg mniej niz 20% metalu (lub mieszaniny meta-
li) dobieranego wagowo. Warstwe takg otrzymano
przez naparowanie lub napylenie mieszaniny lub
spiek6w proszkéw metali i dielektryka. Wreszcie na-
klada sie trzecig warstwe o okreSlonej przewodnos-
ci.

Przedmiot wynalazku jest wyjasniony na przy-
kladzie wykonania. Na podloze izolacyjne ze szkla
nalozono droga prézniowego naparowywania, przez
odpowiednie maskownice cienkg warstwe alumi-
nium o grubosci okoto 2000A. Nastepnie na te warst-
we naniesiono warstwe izolacyjng przez eksplozyj-
ne odparowanie mieszaniny proszkéw jednotlenku
krzemu SiO i chromu Cr (5% wagowo). Grubo$é
warstwy izolacyjnej wynosi okolo 4000 A. Pézniej
naparowano jeszcze raz cienkg warstwg aluminium
o grubosci okoto 1000 A. Dla umozliwienia wykona-
nia doprowadzen (lutowanych lub zgrzewnych) do
elektrod aluminiowych, naparowuje sie warstwy
kontaktowe — warstwe zlota o grubo$ci okoto 3000 A
na godloiowq warstwe chromu o grubosci okolo
100 A.

Wynalazek jest dodatkowo objasniony na rysun-
ku, na ktérym fig. 1 przedstawia w spos6b schema-
tyczny budowe tak otrzymanej struktury tréjwar-
stwowej, fig. 2 charakterystyke prgdowo-napiecio-
wa a fig. 3 charakterystyke pojemnos$ciows.

Przedstawiona budowa tréjwarstwowej struktury
sklada sie z izolagyjnego podloza 1, cienkiej war-
stwy aluminium 2, cienkiej warstwy izolacyjnej
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(SiO + 5% Cr) 3 oraz cienkiej
nium 4.

Charakterystyka pradowo-napieciowa przedsta-
wia zmiane pradu stalego I_wyrazonego w miliam-~
perach (mA) plyngcego przez strukture pod wply-
wem napiecia stalego U_wyrazonego w voltach (V)
Dodatnie wartoéci napiecia U_oznaczaja dodatnia
polaryzacje elektrody gérnej, u_jemne warto$ci na-
piecia U__oznaczajg dodatnig polaryzacje elektrody
dolnej. Charakterystyka pojemno$ciowa przedsta-
wia zmiane pojemno$ci C wyrazonej w nanofara-
‘dach (nF)przy stalym napieciu polaryzacyjnym U_
i malym napieciu zmiennym. Charakterystyka jest
symetryczna, pojemno$§é nie zalezy od polaryzacji
elektrod.

- Drugim przykladem wykonania jest czwoérnik
o. wlasno$ciach stabilizujgcych napigcie stale. Na
podloze izolacyjne ze szkla naparowano cienkg
warstwe chromu o grubos$ci okolo 200 A. Nastepnie
na warstwe te naniesiono warstwe izolacyjna przez
eksplozywne odparowanie mieszaniny proszkow
jednotlenku krzemu i chromu (5% wagowo). Gru-
bosé warstwy izolacyjnej wynosi okolo 4000 A. P6z-

warstwy alumi-
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niej naparowano cienkg warstwe aluminium o gru-
boSci okolo 1000 A. Dla umozliwienia wykonania
wyprowadzenn naparowano na konce elektrod war-
stwy kontaktowe, najpierw chrom a nastepnie zlo-
to o grubosciach odpowiednio 100 A, i 3000 A.

Zasadniczg korzy$cig techniczng wynikajacg ze
stosowania sposobu wedlug wynalazku jest otrzy-
mywanie elementéw o nieliniowej charakterystyce
I (U) technikg cienkowarstwowag. *

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania cienkowarstwowych nieli-
niowych struktur oporowo-pojemno$ciowych, zna-
mienny tym, Ze na izolacyjne podloze (1) naklada
sie kolejno cienkg warstwe (2) o dobranej oporno-
§ci, warstwg izolujgca (3) zawierajacg mniej niz
20°/0 wagowo metalu lub mieszaniny metali otrzy-
manych przez naparowanie mieszaniny lub spiek6w
proszké6w metali i dielektryka, lub réwnoczesne
napylenie metali i dielektryka a nastepnie naklada
sie cienkg warstwe (4) o dobranej opornosci.



Kl 21 g, 11/02 60588 MKP H 01 1, 19/00

2

777777077 ////////r/

/ " y / / _1
i " Vi 174 4 p / p /
" / /4 Vi Vi ///
Fig. 1
A
3_ [mA] C[nF]
20 |
15
10 |
5 J
' 2 6 T -6 ~4 -2 2 4 6
u_Lvi u_rvy




	PL60588B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


